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Anexos
Anexo A: Andlisis y Célculos del Sistema Mecatronico

Al ESPECIFICACIONES DE NORMAS:
Segun la norma EN 81-2, relacionada a la iluminacion, se especifica que los
ascensores pueden ser considerados como pequefias oficinas y, por lo tanto, se
debe tener un minimo de 50 lux. En el caso de la ventilacién, segun DIN 1946 se

especifica que, en la cabina de los ascensores se debe tener un flujo de aire de
20m3 /h por persona.

A2  VENTILACION:

Caudal requerido /persona = 20 m3/h = 0.333 m3/min.

Suponiendo que en promedio se encuentran 8 personas usando el ascensor:

Caudal requerido = 2.664 m3 /min.
Se realizara un ejemplo de calculo para conocer la potencia total de un ventilador:

e Caudal requerido por ventilador = 2.664 m3/min + cantidad de ventiladores

Suponiendo que se trabajard con 2 ventiladores, entonces:

Caudal requerido por ventilador = 1.332 m3/min.

e A partir de este caudal hallado, se puede seleccionar el ventilador. Sin
embargo este no seria el tnico criterio para seleccionar los ventiladores, ya
gue adicionalmente se tienen datos de voltaje, corriente, ruido y la potencia.

e Para hallar la potencia total se realiza una simple operacion:

Potencia TOTAL = Potencia X nimero dispositivos.

A.3 ILUMINACION:

e Las unidades de lux se obtienen de la relaciéon entre la cantidad de limenes
y area. La magnitud de limenes es un dato del producto y como area de
cabina se tiene un 2.7 m?, entonces se requieren de 135 limenes para
cumplir con suministrar los 50 lux.

e La potencia total se halla de la mismaforma que en la parte de ventilacion.
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aracteristicas de ventilad

Caudal
requerido por | Cddigo de Potencia | Potencia TOTAL
Cant. : _ Vee (V)
unidad ventilador (W) (W)
[m”3/min]
381-1074-ND 24 2.6 52
2 1.332
381-1073-ND 12 2.4 4.8
259-1619-ND 12 0.8 3.2
4 0.666
P9763-ND 24 7.08 28.32
603-1278-ND 12 1.2 7.2
6 0.444
603-1279-ND 12 1.2 7.2
381-2481-ND 24 1
8 0.333 381-2682-ND 12 1
259-1578-ND 12 1.32 10.56

Fuente: http://mww.digikey.com/product-

search/es?pv14=126&pv14=127&FV=fff40012%2Cfff80052&k=ventiladores&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSo
rt=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25

Tabla 11 Caracteristicas de dispositivos de iluminacion

289-1185-ND 27 24 0.648 8.3 17 11.016
LE-0603-04W-ND 9 24 0.216 10 14 3.024
LE-0509-01W-ND 15 24 0.36 2 68 24.48

289-1183-ND 14 24 0.336 3.5 39 13.104
LE-0509-02W-ND 20 24 0.48 2.5 54 25.92

289-1181-ND 15 24 0.36 35 39 14.04

Fuente: http://mww.digikey.com/product-
search/es?v=289&FV=fff40008%2Cfff8028b%2C940008%2C4fc0036&k=L ED&mnonly=0&newproducts=0&Column
Sort=0&page=1&guantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
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Para este segmento se tuvieron en cuenta la adquisicién de datos en un estudio
previo a un ascensor. Los gréficos presentados lineas abajo son datos adquiridos
durante el frenado del ascensor en su funcionamiento normal. Se presentan los

datos adquiridos en la Tabla 2 y las graficas relacionadas:

Tabla 12 Datos de consumo de energia de ascensor en funcionamiento
Voltaje Potencia | Cantidad de

Gréafica  maximo E(\n;\e/r?)a (El?\?\;gﬁ; promedio pulsos
V) (W) significativos
1 404 238.24 | 6.62x10°° 440.1 12
2 404 160.34 | 4.45x 107 321.8 9
3 404 282 7.84x 1075 205.6 18
4 402 1588.25 | 4.41x10°* 562.6 91
5 404 3330 8.69 x 10~* 365.5 201
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Gréfica 1 Primera adquisicion de datos de un ascensor
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Gréfica 1 Segunda adquisicidon de datos de un ascensor
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Grafica 2 Tercera adquisicion de datos de un ascensor
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Gréfica 3 Cuarta adquisicion de datos de un ascensor
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Gréfica 4 Quinta adquisicion de datos de un ascensor

Se obtuvieron datos criticos en la Grafica 5:

A

Maximo voltaje: 404 V
Numero de pulsos significativos (voltaje mayor a 300V): 201

Duracion del tren de impulsos: 3.44 segundos
Energia: 3330 Joules

partir de estos datos de energia y voltaje que ingresaria a nuestro

sistema se puede calcular y seleccionar la capacitancia para la primera

etapa:

2 _0.04080 F.

C=3330+—=
404

C=40800 uF.

Para poder escalar esta magnitud y adaptarla a nuestro prototipo y simular el

funcionamiento a 48V se debe a aplicar el siguiente factor:

Factor = a8V _ 0.12.
404V
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Para el célculo de la capacitancia en la simulacion (48V) se tendria:
C=0.12 « 40800 uF.
C = 4896 uF.
Entonces se tendria una capacidad de energia de:
C=0.5%4896+10"°x48%2=75.64].

A5 CALCULO DE RESISTENCIA DE POTENCIA (DISIPACION DE
CALOR)
Teniendo en cuenta que el tren de impulsos en la simulacién tiene una
duracion aproximada a los 3.44 segundos y que el MOSFET dirigido a la
resistencia de disipacion se encuentra en estado de conduccion, se procede
a calcular la potencia que se tendria que disipar:

Potencia =5.64]*3.44s=19.4 W.

A6 CALCULO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN 2°
ETAPA

La segunda etapa de almacenamiento se encarga de alimentar a los
dispositivos de alimentacion y ventilacion. El pardmetro a tomar en cuenta es
la potencia que requieren estos dispositivos en total. Los siguientes
dispositivos son aquellos que serian tomados en cuenta en una situacion
real:

- 2 ventiladores 381-1074-ND, la potencia total necesaria seria 5.2W

- 14 dispositivos de iluminacion LED de cdédigo LE-0603-04W-ND, con

una potencia total de 3.024 W.

Para calcular el total de kilowatts-hora:

24 _ 0.197 kW — h.
1000

kilowatts — hora al dia = (5.2 + 3.024)

Como los dispositivos trabajan con 24V es posible obtener la magnitud de

amperios-hora y asi poder seleccionar la bateria mas adecuada:

amperios — hora = 0.197 * % = 8.224Ah.

En el caso de la experimentacién se seleccionaron los dispositivos con

menor potencia de consumo, 24V de alimentacion, sélo un ventilador y solo
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un dispositivo de iluminacion. Entonces de las tablas de dispositivos se
seleccionan:

- El ventilador 381-2481-ND de 1W
- El dispositivo de iluminacion LE-0603-04W-ND de 0.216W

Los kilowatts-hora al dia se calculan de la misma manera, y se obtienen:
kilowatts — hora al dia = 0.029kW — h.

De la misma manera también se obtienen los amperios-hora:

amperios — hora = 0.029 = % = 1.216Ah.

Para la parte de simulacion, los dispositivos de ventilacion e iluminacién que
se sefialan son solo para tener una referencia de cuanto deberia ser el

MINIMO de amperios-hora que deben ser capaces de brindar las baterias.
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Anexo B: Sistemas Electrénicos
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Figura 21 Tarjeta empleada en simulacion de sistema
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R [ AUTOMOTIVE MOSFET
IR keclitier IRF5407S
IRF540ZL
Features HEXFET® Power MOSFET
e Advanced Process Technology
e Ultra Low On-Resistance 0
e 175°'C Operating Temperature Voss = 100V
o Fast Switching
o Repetitive Avalanche Allowed up to Tymax . -4-] Ro:u.on- =26 5mQ
-]
Description K
Specifically designed for Automotive applications - lo = 36A
this HEXFET® Power MOSFET utiices the latest 2
processing lechniques to achieve extremely low on-
resistance per siicon area. Additonal features of
this design are a 175°C junction operating tempera- | < 0
ture, fast switching speed and improved repetitive N\
avalanche rating . These features combine to make AN
this design an extremely efficient and relable device \y
for use in Automotive applications and a wide variety TO-32048 mo_— o
of other applications RES402 IRFA402S IRFA402L
Absolute Maximum Ratings
Parameter Max Units
o @ Tc * 25°C [Contnuous Dram Cument V,, @ 10V (D800 Lrtes
io @ T * 100°C]Contnuous Dran Cument. V,,, @ 1OV p 2. A
Toa PUsed Dran Current 140
Po @T¢ = 29°C |Power Dsspaton w2 w
Linear Deratng Factor 081 wrC
Vas Gate-to-Source Voltage 220 v
Eas (Museuty tostns S@Wh Avaanche Erergy 8 mJ
E.. | Tested Tnge Pulte Avalanche Crergy Teiec Uloe 120
lan Avalanche CUurrent SeeFig 122 120 15,18
Eun Fepeltve Avaarche Erergy mJ
T Operatng Juncton and S5 e 178
Tsrs Storage Temperature Range *C
Solderng Temperature. %or 10 seconds 300 (1 & from case )
Mountng Torgue £-12 or M3 screw WRsn (1 INem)
Thermal Resistance
Parameter Typ Max Units
R Juncton-t0-Case 104 ‘CW
Racs Case-90-Snk. Flat Graased Surface 050 —_
Rea JUNCOON-10-Ambeent «Q
Ran Juncton-to-Ambant (PCE Mount) — 40
www.irf.com 1
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IRF540Z/S/L rematoral

IOR Rectifier
Electrical Characteristics @ T, = 25°C (unless otherwise specified)
Parameter Min_ | Typ. | Max_ | Units) Conditions
Vo Dran-to-Source Breakcown Voage | 100 | — | — | V Ve =0V, ko = 250pA
AVamone/3T, |Breakdown Vokage Temp Coeficent | — | 0083] — | V/°C [Reference 1o 25°C. |, = 1mA
‘.u, Sttc Dram-to-Source On-Resstance | — 21 D5 mQ IV, =0V . I,= 22A
Voam Gate Threshold Voltage 20| — ] 40 V Vo ®" Vo o= 28
g's Forward Transconductance 38 — ] — V Vou=25V. g = 22A
L ae Dran-to-Source Leakage Current — | — 20 PA [Voe = 100V .V, =0V
— | — ] 2%0 Ve ® 100V, Vo *OV. T, = 128°C
(R Gate-to-Source Forward Leakage = | =] 200 | nA Vo =20V
Gate-10-Source Reverse Leskage w— | — 200 Vs * -20V
Q, Total Gate Charge - | &3 I, = 22A
“a Gate-to-Source Charge — | 97 | — | »c V=20V
Qo Gate-10-Dran (WMiler) Charge — TN Vs ® 1OV
[ - Tumn-On Delay Time — 1 — Voo * 20V
|1 Rae Teowe — 5 —_— L= 22A
[ Tumn O Delay Teme — 4) — m Rea=12a
% Fal Teme —_ ) — Ve * 10V
L intemnal Dran Inductance — 1 48 — Between loac
a8 (0250 ) “:lj-t‘
[ intemal Source Inductance — TS | - rom package v
and center of de contact y
Ca input Capactance — | 1770] — Vos = OV
o Output Capactance — 180 | — Vo * 28V
Ce Reverse Transfer Capactance — W00 — | oF |f =10
Com Output Capactance —T - Vea *0V. Vo = 10V, [ 1 0MM:]
[ Output Capacstance —_—] 10| — Vos = OV, Vios = 80V, [ = 1 OMHz
- Efectve Output Capactance — 170 | — Vs * OV, Voo = OV 10 80V
Source-Drain Ratings and Characteristics
Parameter Min_ | Typ. | Max | Units) Conditions
by Contnuous Source Cument — | — » MOSFET symbol |
(Booy Dwode) A |showng the & ‘
los Pulsed Source Curment — | — 140 ntegral reverse ]
(Body Dode) Jo-n junction dode
Vo Dode Forward Volage — | 13 V T, =25°C e = 22A Voo = OV
e Reverse Recovery Trme - 0 0 ns T, ,=25°C lg= 22A Vo = 50V
Q Reverse Recovery Charge — «Q ol |ovar = 100A/s
ton Forward Tum-On Time Intrnsc tum-on tme 5 neghpble (um-on 5 domnated by LS+LD)
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International
IR Rectifier IRFO540NPbF

Lead-Free HEXFET® Power MOSFET
Advanced Process Technology
Dynamic dv/dt Rating

175°C Operating Temperature
Fast Switching

P-Channel

Fully Avalanche Rated

Vpss = -100V

R(\ S = 0.117Q

I: = '23A
Description \
Fith Generation HEXFE Ts from Intemational Rectifier
AEZE AOVANCAd Drocessing tlechniques 10 achieve
xiremely 1ow ON-resistance peor sicon ama. Ths
Denefiit, combined with the fast swilching soeed and
ruggedized device design that HEXFET Power
MOSFETs are wel known for, provides the designer
with an extremaly eficvent and relable device for use
N & wide vanety of apphcations

The TO-220 package s univarsally prefered for @

rnmercial-industngl apphcabons at power desipation \\\
-

’ -

evels 10 approxmalely 50 wans e ow thema
esistance and low package cost of the TO-220 TO-220A8

LoNIndute 10 s wide acceptance throughout the
'1‘-",-'.

Absolute Maximum Ratings

Parameter Max Units
o7 25'C K onbnuous Dram Cumrent. Vae @ <10V s 29 1 ]
< “arront @ 0V | a
" un Curront © 1 b
P8 1 1 N
- :.'v'."'q Factor ! ! W |
v ) Gate-10-Source VoRage i |
Fa | gl Puise Avalanche Energy 3 | 4 X
lam | Avalanche Cumrent | A
s + .
tw Ragpettive Avalanche Enorgy™ 4 ~
G | | Poax Do Recovery dwet 3 | 51 1 Vs
14 | Oporating hlru e ”l‘!’»‘{‘ﬁi S — 1 . 0e
o | Swornge Tempeutue Rang |
| Soidenng Temperatum. for 10 seconds 300 (1 Serem heor -
T Mounting torgue, 6-32 or M) srew : 10 Ry (1,1 Nty
Thermal Resistance
| Paramaotor Typ Max | Units
§e . | hunct o AL 1 1 1
- — - - $ .
Ry Caseto- Sk Ft. Greased Surtace 0% W
P ° N Lon-10- Arribeont | ‘
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IRFO540NPbF nlenationol

IOR Rectitier

Electrical Characteristics @ T, = 25°C (unless otherwise specified)

Parameter | Min. Typ. Max. ' Units Condions
- - - >

} + - —_— . +
— an-t-Source Breakdcwn Voltage 100 | - v v 2509 A
| + e —_— . ‘ +
\Waw ! Oreakcown VoRage Temp. Cooffioent L.11 ¥ Haotorence : . - 1MA
. —_— . . : : 4
Rosue tane Drawn-10- Source On-Hosmtarco 1" 4] Vo 10V 1A &
+ = . - ———— S WA
Voas o Threshokd VoRage 20 -| 4.0 ¥ Vi v IpA
% - ————— ———a
[+ Forans .vl" nuciance ¢ _l v gY. k& 11A
. > T ——— .
5 y L
Dranto-Sowrce Leaxage Curmont ! . i uA |}
250 Y - .V V. T y
4 ‘ s : : 4
. Gato-de-Sowce Forward Loakage 100 " Vas = 20V
» * . * | L) »
ale do- Source Aoverse Lsakage — _ 100 Vo
— o . — —_———— . . .
' W nal Cate Charge A
Ll + Su— - . 4
Qs e - Sogrce ."-"'J‘ — = 15 . Y BON
2 4 _ . —_———————,
Q, ko 4o Drain ("Mior” harge 51 Vox 10V o0 Fig a3
e Tum-On Delay Time 15
. $ . +
1 =] Tow ¢ “
’ * * w
L Tum-Of Delay Teme 51 n 5
; . : : : 4
\ Fall Tew 5 M K See Fig 10
Rotween 1
rireY foallast e g0 4
- -
4 : ! y : .1
from package .
el Source Inductance g . 1
and cenis ! a1
: + ‘ +
t nout Capaciiarn 1300
: + 4
s sput Capactance 400 4
- . . '
{ everse Transler Capectance 240 X -

Source-Drain Ratings and Characteristics

- — pe—— —
Parameter | Min.| Typ. Max. | Units Conditons
| + : : ‘ :
i oriracus Source Curment MOSFET symitx
3
Body Diode showng e
! | 4 | 2 .y
Mused Sowrce Current mMogral reerve
3}
Body Diode 50 huncion Gods
+ 4 ‘ : : !
v Dsode Forward Vollage ! ¢ v ! 4 A
_— *— - . N $ — ¢
! Hovorse Hecovery Tane | 80| 2X g \
. + 4 :
Q Heveotw HedovoryCharg ! 3 100A e
A Forward Tum-On Teme T PC Bamron e B8 Negiptie (umron & dommatod by Lge
Notes
Hepottive ratng. pulse waBh lamlod by beg 11A Ve 470A/\ Ve Ve
max k AR A SRs BT 4 o0 ig N 1 178
Rartng T &S L Tmid & Puse sth < J00us. dutty Oy
H 2ol 1, 1A (See Fgume !
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LM117HV, LM317HV

INVETTIC - APRL 2000 -REVISED APRIL 201)

LM117HV/LM317HV 3-Terminal Adjustable Regulator

Chech for Samples LMIITHY LMIITHY

FEATURES

* Adjustable Output Down to 1.2V

+  Specified 1.5A Output Current

* Line Regulation Typically 0.01%V

* Load Regulation Typically 0.1%

¢ Current Limit Constant with Temperature
*  100% Electrical Burn.in

* Eliminates the Need to Stock Many Voltages
*  Standard 3.lead Transistor Package

* 80 dB Ripple Rejection

¢ Output is Short.circuit Protected

* P* Product Enhancement Tested

DESCRIPTION

The LMUITHVAM3ITHY are adustable 3-termmnal
postive volt regulators capable of supplyng n
excess of 15A over a 1.2V 1o 57V output range
They are excepbonally easy 1o use and require only
two exemnal resisiors o sel the output voltage
Further, both kne and load regulaton are better than
standard fuwed reguiators Also, the LMTITHV s
packaged in standard transistor packages which are
easdy mounted and handled

In addton lo hgher perdormance than fixed
regulators, the LM117HV senes offers full overoad
protechon avadable only n IC's Included on the chp
are current limat, thermal overioad protecton and safe
area protecton Al overioad protechon Crcutry
remans fully funchonal even d the adjustment
termunal 15 disconnected

Connection Diagrams

ALatrena .

Figure 1.(T0.3)
Metal Can Package
Case is Output
Bottom View
See Package Number NDS0002A

Normally, no capacitors are needed uniess the device
15 situated more than 6 inches from the input fiter
capactors m which case an mput bypass s needed
An optional output (T)cﬂol can be added 1o mprove
transent response The adjustment terminal can be
bypassed to achweve very hugh npple rejechons rabos
whech are difficult 1o achweve with standard 3-termunal
reguiators

Besides replacing fixed regulators, the LM117HV s
usefu in a2 wide vanety of other apphcations Since
the regulator 15 “floating” and sees only the nput-to-
output differental  voltage, supphes of several
hundred volts can be regumed as long as the
maxmum nput 1o output dfferental 15 not exceeded
1@ do not short the output 1o ground

Also, @ makes an especally smple adjustable
swilching regulator, a programmable output regulator
of by connecting a fixed resssior betwsen the
adjustment and output, the LM 117HV can be used as
a precision current regulator. Supphbes with electronic
shutdown can be achweved by clamping the
adustment terminal 1o ground which programs the
output 10 1 2V where most loads draw ittle current

The LM117HVK STEEL and LM317HVK STEEL are
packaged n standard TO-3 transsstor packages
whie the LM117HVH and LM317THVH are packaged
in a sohd Kovar base TO transstor package The
LM31THVT uses a TO-220 plastc pxh?e The
IMI17THV s rated for operaton from -55°C to
+150°C, and the LM317HV from 0°C 10 +125°C

Mattwe

sategn

Figure 2. (TO)
Metal Can Package
Case is Output
Bottom View
See Package Number NDT0003A

A Flaase Do sware Tl a0 mporant notce CONCerRng Svalabity yandad maranty and e o crical apphcations of
TOrat M Umentt SeMCONIUCIOr Sroducts NG GMCIMment Thesio JEPeart 3 1he ond of Tha 4ats heet

Al ademarky are ™he property Of ther respective cuneny
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astic Package
Front View
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Typical Applications

Full OutDut Surrent A0t Svaladie 3 Agh NDUL-OUPLt vORIgeE
10ptonsismproves Fansent response Output capacion » he range of 1 uF 10 1000 oF of Sumenum or tantalum
lectrolyte
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"Needed 1 device 1 more han § nches fom Ster capacton

Figure 4. 1.2V.45V Adjustable Regulator
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Figure 6. 5V Logic Regulator with
Electronic Shutdown®

"Set maeemum

Figure 5. Digitally Selected Outputs
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
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Anexo C: Programas

PROGRAMA 1: (Funcionamiento normal del sistema)

int in_capacitor=A0; //carga de capacitor
int in_bate=A1, llcarga de baterias
int out_mosfet resis=4;  //habilita disipacion de energia en resistencia
int out_mosfet 317=5; //habilita fluo de energia en LM317hv
void setup()
{
/I put your setup code here, to run once:
pinMode(in_capacitor, INPUT);
pinMode(in_bate, INPUT);
pinMode(out_mosfet_resis, OUTPUT);
pinMode(out_mosfet_317, OUTPUT);

digitalWrite(out_mosfet_resis,LOW);
digitalWrite(out_mosfet_317,LOW);

void loop()
{
/l put your main code here, to run repeatedly:
/linicializo mis salidas en cero = mosfets en corte
/I 778 indica la carga completa del condensador
while (analogRead(2)<=778)

/I se mantiene en este loop hasta que se cargue el condensador en
95%
digitalWrite(5,LOW);
Serial.print("condensador cargando ");
Serial.print(in_bate/800);
//800 designa el 100% de la carga del condensador
Serial.print("%");
}
Serial.print("condensador cargado ");
Serial.print("condensador cargado ");
Serial.print("condensador cargado ");
/1990 indica la carga completa de las baterias
while (analogRead(3)<=990)
{
/I se mantiene en este loop hasta que las baterias se llenen
digitalWrite(5,HIGH);
Serial.print("bateria cargando");
Serial.print(in_bate/990);
Serial.print("%");
}
Serial.print("bateria cargada");Serial.print("bateria
cargada");Serial.print("bateria cargada");
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/Isi tanto baterias como condensadores se encuentran llenos entonces se
/ldisipa la energia en forma de calor

digitalWrite(4,HIGH);

Serial.print("disipando energia");

IIse cierra el paso de energia a las baterias

digitalWrite(5,LOW);

Serial.print("no ingresa energia a baterias");

delay(2);

PROGRAMA 2: (Generacion de ondas cuadradas que simulan frenado de
ascensor.)

int outPin = 10;

void setup()
{

pinMode(outPin, OUTPUT); /I sets se habilita el pin 10 como salida
}

void loop()

{
unsigned long s=0;
s=millis();
while(millis()-s <= 10000)
{
digitalWrite(outPin, HIGH); // pin 10 activado
delayMicroseconds(900); /I pausa de 900 microsegundos
digitalWrite(outPin, LOW); // pin 10 desactivado
delayMicroseconds(100);

delay(9); /Il pausa de 9 milisegundos

}

Il esta rafaga de pulsos se generara durante 10 segundos cada minuto
s=millis();

while(millis()-s <= 50000)

digitalWrite(outPin, LOW);
}
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PROGRAMA 3: (programa empleado para probar carga directa de baterias
mediante tarjeta disefiada, se habilita flujo de energia por LM317hv)

int out_mosfet _317=5;
void setup() {

/Il put your setup code here, to run once:
pinMode(out_mosfet_317,0UTPUT);
digitalWrite(out_mosfet_317,HIGH);

}

void loop() {
/l put your main code here, to run repeatedly:
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Anexo D: Proformas
Componentes principales que se importarian para sistema real

ARTECH SOLUTIONS SAC

Calle Cavallim 150, San Borja. Lima - Pera
Telefonos: 3650735 P9TE1-0851
II-I-E l: I-I emal ventas s arbech com pe

anlulinns

Lima 28 de Mavo de 2015
Atencion: PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

Referencia : Componentes Electronicos

COTIZACTOXN 150529
De acuerdo a su solicitud adjuato la cotizacion de los signientes componentes electronicos:

Precio | Freco
fem | Cantidad Codigo Descripoidn Unitario | Total
U5 3§ s §
1 3 E_N%D-lf'lﬂ‘-ﬁ‘ﬂb}h'Fﬂﬂh' Capacitor de alumiric 20000uF 450V :458 _|3_'-4
1 2 522-1023-ND Baterias 12V BAh 040 |188.0
SUB-TOTALUS. § 975.4
IV 16657
TOTALUS § 109197
CONSIDERACTONES,

- El plazo de entrega es de 21 dias a partir de 1a orden de compra.
- La presente cotizacion tiene validez de 30 dias.

- Puede realizar el pago a traves de transferencia a nuestra cuenta comente dolares en el
BCP : 193-1797084-1-72

Laureane Rodrizuez Polo
C-eremte Cemeral
ARTECH 50LUTIONS 5AC
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L | ORI MPRESOENFERADENDRO | 1; | a1s | 1asg

2 MOSFET IRF540 492 1.08 6

1 MOSFET IRF9540 2.46 0.54 3

2 BATERIA 12V 4A-h OPALUX 65.6 14.4 80

7 BORNERA DE 2 ENTRADAS 8.89 1.61 10.5
TOTAL 113.66




